





On the Selenium Rectifier. 
(1. On Semic0nductoriJ.) 
Kinichi SAITO 
The vuriation of the resit!tance of a selenium rectifier at the first use， the transient 
phenomenon in the usual use， the 3.bsorption of charg伺in the blocking layer， and the effects 
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初め小さい侃から， 時間と共に増加lして， 数分後には一定値に落着くが， 逆方向電圧が大きくなる
に従ぃ， 飽和するまでに長い時1111を要し 遂に(一)20 V附近で安定したい状態にたる。
整流苦言製作後最初に電圧を印力fìするまでは， セレンと金属間に金属の酸化物等のおiくうすい皮肢
が， 部分的に存在していて， N.F. mlltt氏の所謂堰屑が全面に渉つては， 完成していたい状態にあ
る， 従って此の時は完全た整流作用をしたいわけである。 然し最初の電正印加によって， 此のうす
い皮肢に相当の強電界が加わるため， 瞬時にして此の皮肢は破れてその後は電界のある， なしにか
かわらや相当の時間がかかって堰層の空間電荷分布が完成するのである。 従ってJl:!:の時期に於いて
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fig. 3 に示す接続で， 整流板に逆方向に一定電圧を一定時間印加して沿いて， 遮断日司時に検流
計に切替えて， 整流層が電荷 を吸収しているかどうかを測定した。 検流計の振れはfig.4に示す様
に変化する。 逆方向電Eは一定にしておいて， 印加時聞を数秒から数分の聞の種々の値について行
うたが， 殆んE変化がたい様である。 図には10秒と7分の場合が示してある。 次に逆方向電圧と振
れの関係はfig. 5 に示す通りである。 正方向に対しては此の様た現象はみられ友かった。
整流層に電荷が蓄積されるかの問題は， 整流層の電荷の分布問題と関連して， 堰層の研究には極
めて重要である。 上の実験では電荷が吸収される事がたしかめられたが， その機構が化学的のもの
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実験は試料を60，100，120， 1500C中に夫々 2時開放置して， 常温中で約24時間後静特性を測定

















いと考えている。 此の種の研究は， 未だ完成されていない半導体の理論の研究にも， 整流器等の製
作改良等にも必要であると確信している。
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